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目的	

•  偏向電磁石及びアンジュレータ中での電子の
インコヒーレント放射光放出によるエネル
ギー幅やエミッタンスへの影響を評価する。	  

•  エネルギー幅やエミッタンスに影響を与えな
いパラメータやオプティクスの変更可能範囲
を調べる。	



TBAセル	

€ 

ρ =19.1m, Hx ≈ 3mm Hx = βx ʹ′ η 2 + 2αxη ʹ′ η + γ xη
2( )

(a)	  6m長直線部	  (x22)	 (b)	  30m長直線部	  (x6)	



偏向電磁石からの放射光スペクトル	
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電子が放出する放射光エネルギーのスペクトル（１周当たり）	
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偏向電磁石によるエネルギー広がり	
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計算例：	
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偏向電磁石によるエミッタンス増大	
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現在のパラメータ値：	
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アンジュレータによるエネルギー広がり	
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アンジュレータによるエミッタンス増大	
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まとめと課題	

•  偏向電磁石及びアンジュレータ中での電子のイ
ンコヒーレント放射光によるエネルギー幅やエ
ミッタンスへの影響を解析的に評価した。	  

•  インコヒーレント放射光によるエネルギー広がり
やエミッタンス増大は、現状のパラメータでは
ERL及びXFEL-Oの光源性能に関して大きな問
題とはならない。	  

•  ビームへの影響のない範囲で、偏向電磁石の曲
率半径や分散を変えて、バンチ圧縮スキームや
必要スペースの縮減等を検討する。	


